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SiN膜で保護した-FeSi2膜の熱処理後の残留酸素の評価 

Residual oxygen atoms in -FeSi2 with SiN capped annealing 
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【はじめに】-FeSi2はバンドギャップ 0.85 eVを有する直接遷移半導体で[1] 赤外域における吸収係数

が高いため (cm-1) [2] ，タンデム型太陽電池のボトムセルとしての応用が期待できる．シリサ

イド半導体は，膜中に取り込まれる酸素量がキャリア濃度や移動度などの電気特性に影響を与える．

本研究ではスパッタ法で成膜し，熱処理を行った-FeSi2膜が有する酸素量を調査することを目的とす

る．熱処理中に外部からの酸素の取り込みを防ぐため SiN膜を保護膜とした熱処理を行った．測定は

X線光電子分光分析法 (XPS) を用いた． 

【実験方法】熱酸化膜を形成した n-Si(100)基板上にプラズマ CVDで SiN膜を 100nm堆積した． FeSi2

を 300nm堆積し，再度 SiN膜を 100nm堆積した．その後，N2雰囲気で 800℃，5分の RTA (Rapid Thermal 

Annealing) を行い，FeSi2の結晶化を行った．Fe2p3/2, O1s, および Si2p,のスペクトルは 15分間の Ar

エッチング後に取得した． 

【実験結果】Figure 1に作製した試料の XPS分析結果を示す．O1sスペクトルから-FeSi2膜中に酸素

が存在していることが分かる．Fe2p3/2と Si2pのスペクトルから酸素の大部分は Siと結合していること

示唆される． 

【結論】スパッタ法で堆積した-FeSi2膜に含まれる残留酸素の分析を行った結果，膜中に酸素が存在

し，Siと結合していることが分かった．残留酸素量の定量化や起源について当日報告する． 
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Figure 1 Fe2p3/2, O1s, and Si 2p spectra of -FeSi2 spectra of SiN-capped annealed sample. One 

can observed that O atoms are mainly bonded to Si atoms. 
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